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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月31日(2008.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機素子とトランジスタを並列に接続した構成を有するメモリセルを複数有し、
　複数の前記メモリセルは直列に接続されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　有機素子とトランジスタを並列に接続した構成を有するメモリセルを複数有し、
　複数の前記メモリセルは直列に接続され、ＮＡＮＤ型メモリを構成することを特徴とす
る半導体装置。
【請求項３】
　有機素子とトランジスタを直列に接続した構成を有するメモリセルを複数有し、
　複数の前記メモリセルは並列に接続されることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　有機素子とトランジスタを直列に接続した構成を有するメモリセルを複数有し、
　複数の前記メモリセルは並列に接続され、ＮＯＲ型メモリを構成することを特徴とする
半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記メモリセルの信号を検出する手段を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
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　請求項５において、
　前記メモリセルの信号を検出する手段は、センスアンプを有することを特徴とする半導
体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記有機素子は有機化合物層を有し、前記有機化合物層は、電子輸送材料またはホール
輸送材料を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記有機素子は有機化合物層を有し、前記有機化合物層は、光を照射することによって
電気抵抗が変化する材料を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項７において、
　前記有機化合物層は、レーザ光の照射により導電性が変化することを特徴とする半導体
装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記有機素子は有機化合物層を有し、前記有機化合物層は、電圧または電流を印加する
ことによって電気抵抗が変化する材料を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記有機素子は、半導体基板、ガラス基板、または可撓性基板上に設けられることを特
徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一において、
　前記トランジスタは、薄膜トランジスタであることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一に記載された半導体装置を有するＩＣカード、Ｉ
Ｃタグ、ＲＦＩＤタグ、トランスポンダ、紙幣、有価証券、パスポート、電子機器、バッ
グ、または衣類。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一に記載された半導体装置を有し、電源回路、クロ
ック発生回路、データ復調回路、データ変調回路、制御回路、及びインターフェイス回路
のいずれか一を少なくとも有するＲＦＩＤタグ。
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